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Abstract of DE3608783 

The invention relates to a gas-phase epitaxial method in which the semiconductor wafers are caused to rotate d 
the deposition. The essence of the invention is that the support body for the semiconductor wafers is caused to 
by a directional gas jet. Furthermore, the support body itself is preferably held in a floating manner on a gas bee 
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Bescnreibung Stand der -Trrhqik, wefche mcht beahsprucht werden. "* 

. - • • . ■ Die ' \ \" • • i ... \ .• . ■ . <• 

Die Erfindung betrifft ein Gasphasen-^pitaxieverfah- Hgi 3 zeigt nach der Erfindung in enter perspektwi- 
ten, fad dem die Halbleiterscheiben wShrcnd der Ab- schen Anwcfat emeu als K .n e eferh i rh t aqgdflddcn Trfl- 
scheidung auf einem Gaslager schwebend gehallen und s gerkSrpcr fur die zu bcschtrmtende n H albleherscheibcn, 
gleichzeiiig durch einen gerichteten Gasstrahl in Ore- . GemfiflBSg: 1 ist einQuarzreaktor 1 vqneiner SpuCeZ 
huiig versetzt werden. umgeben, die zur hxinktiven B^fiimui^ de» Halte- 

Bex der Gasphasen-Epftaxie;- msbesonoere bei der-' • rungssyrtQmsflfr die zu bejduc htirndrh Halbtritenchei- 
epitaktisciien Bes<$u^ ... ben 7.dientD.erJGasstro^^^ 

das Problem auf, dafi zur Eraelnng einer gleichmSBigen 10 terscfcelberi 7 wird vorzugsweise noch in der Wanduqg 
Schichtdicke das zu bescbichtende Substrat im Gas- des Reaktors zugefubrt und tritl dort an einer Oftming 
Strom innerhalb des Reaktors bewegt werden muB~ 23 aus dem Ffihnmgskanal 3 in das Halterangssystem 

Bel einem aus der DE-OS 34 02 630 bekannten Ver- fur die Halbleiterscheiben 7 em. Das Halterungssystem 
fahren wird ein plattenflSrmiger Korper, insbesondere bestehtvorzugsweiseausemem 
erne Halbleiterscheibe, auf dem Gasstrom ernes Trager- ts scblflBoHmmgan<£eGa5zu^ 

gases schwebend und berOhningsfrei gehahen und in raum 8, in dem sirh das Levitatiansgas un t e rh a lb der 
Drehung versetzt und gtekhzemg einer Warmebehand- D0sen5ffmmgen 5 verteut Ober den Dusenfifraungen 5 
lung nuttels elektromagneuscher Wellenunterzogen. . ist die Halbleiterscheibe 7 nngeordneV die durch das 
Bei diesem bekannten Verfahren ist kern Ti^gerk6r> aostretende Gas angeboben wird Der TrigerkOrper 4 
per fur die Hamleijerscheiben vorgesehen. Dieses hat 20 weist vorzugsweise einen RandOansch 24 auf* der (fie 
jedocb den Nacbt«n,dafi die epitaknsche Abscheidung Halbleiterscheibe 7 umfaBt und somit diese auch im 
jewcus mir be! einer Halbleiterscheibe durchgefuhrt angehobenen und schwebenden Z uatand in Hirer Lage 
werden kann, so daB verschiedene Scheiben unter- hah. Auf den AuBenrand 7a der Halblcherscfaeibc 7 ist 
schiedlichen ProzeBbedingungen unterworfen sind und erne wehere Dose 6 gerichtet- Der aus thr austretende 
der Epitaxie-ProzeB bei mehreren Scheiben recht zeit- 25 Gasstrom trifft tangential so auf den AuBenrand 7a der 
aufwendig wird. Halbleiterscheibe 7 auf, dafi die prakdsch reibungslos 

Der Erfmdung Uegt daher die Aufgabe zugrunde, ein auf dem Gaspolster geWterte Hamldterschdbe in Ro- 
Verfahren und die zu seiner DurchfDhrung erforderliche tation urn Dire Rotauonsachse versetzt wird. Das Halte- 
Yorrichtung anzugeben, mit dem hocbqualitative und rungssystem besteht belspielsweise aus Graphit 
gleichntilBige Ephaxjescbichten bei vernflnftigen Pro- so Bei der Anordnung nach der Fig. 2 wird die Halblei- 
zeBgeschwindlgkeiten erzeugt werden konnen. Diese terscheibe 7 durch Adhasion featgehalten, wohei das 
Aufgabe wird bei einem Gasphasen-Epitaxieverfahren bydrodynamische Paradoxon nach Bernoulli ausgenutzt 
der eingangs beschriebenen &rt daxk^cfa geldst, daB die wird. Das Gas tritt wiederura durch den FQhrungskanal 
Halbleiterscheiben auf zwei cfrasder gegcnnberltegen- 3 in der Reaktorwand in das Halterangssystem 4 ein und 
den parallelcn Aufnahmeflachen eines *s Tragerkorper 35 stromt durch einen Kanal 11 radial an der Fl Eche der 
dienenden Rotationskdrpers angeordnet werden. Halbleiterscheibe 7 nach auBen ab. Dadurch wird die 

Hierbei wird der Tragerkorper durch einen aus Du- Halbleiterscheibe 7 schwebend gehahcrt and gleichzei* 
sen austretenden Gasstrahl schwebend gehalten and ei- tig fiber due seidich auf den Rand der Halbleiterscheibe 
ne die Drehung des Tragerkorpers verursachende DQse 7 einwirkende Duse 6a in Rotation ura die Rotations- 
wirkt vorzugsweise tangential auf den Rand des Trager- 40 achse 9 versetzt. Die Halbleiterscheibe Y wird wiederum 
korpers ein. Zur GasLagening des Tragerkorpers kann durch einen Flan sen 10 am Kdrper 4 seitlich begrenzt, so 
einmal die an sich bekannie Abhebemelhode verwendet daB sie ihre Rotationsachse wShreod der Drehung bei- 

werden. Es besteht jedoch auch die MogHchkeit, das behalu 

hydrodynamische Paradoxon auszunutzen. GemfiB der Erfmdung werden die Halbleiterscheiben 

Zur FQhrung der gewQlbten AuBenflache des Trager- 45 19, wie in Fig. 3 dargesteUt. auf einem Tragerkorper 17 
korpers wird vorzugsweue eine an die gewolbte AuBea- angeordnet Der Tragerkorper 17 besteht aus einem 
flache des Tragerkorpers angepaBte Kalotte verwendet, punktsymmetrischen Rotations korper mit einer ge- 
in deren Oberflache die Austrittsoflnungen fur das Gas wolbten AuBenflache 21 und zwei ebenen. parallel zu- 
angeordnet sind Dabei iat wenigstens eine DQse so an- einander angeordneten AuBenflftchen 18a und 18^ auf 
geordnet, daB sich der Rotationskorper um seine Achse 50 die die Halbleiterscheiben 19 aufgebracht werden. Hier- 
dreht, wahrend er durch die ubrigen Duscn Dber die bei konnen mehrere Halbleiterscheiben an den genann- 
Kalottenniche angehoben wird. Bei dem Rotationskor- ten Flachen befestigt werden. Der Rotationskflrper 17 
per kann es skh um eine Kugetichicht oder um eine kann eine Kugelschicht oder eine Elltpsoidschicht sein. 
Enipsoidachichthandeln. Bei der Kalotte handeh esslch Die gewolbte AuBerulache des RotatiotuuiOrpers 17 
dementsprechend um eine iCugelkalottc oder um eine 53 wird in einer entsprechenden Kalotte 13 geftthrt, die als 
Kalotta mit konkaver, elUpsoider Oberflache. Die DO- Kugelkalotte oder ab HBpsoidkalotte ausgebildct isc In 
sen kSnnen auch so angeordnet werden, daB sich der der konkaven Kalottenflache smd die DflsenaustrittsOtt- 
Rotationsk6rper um zwei senkrecht zueinander stehen- nungen angeordnet, wobei die DflsenOf fnungen 15 far 
de Achsen dreht, wodurch eine optimale Bewegung der die Anhebung des Rotationikorpere und damit for *e 
Halbleiterscheiben im Gasstrom des Reaktors erreicht 60 Gaslagerung dieses Korpers sorgen, wihrend eine Off- 
wird. nung 14 die Rotation des Korpers um seine Rotations- 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung achse bewirkt Diese DOse 14 kann auch so angeordnet 
ergeben sich aus den UnteransprOchen. Ferner wird die werden, daB sich der Rotationskorper 17 gletchzeiUg um 
Erfindung nachstehend noch anhand eJnes AusfOh- die Achse der Kalotte dreht » daB die zu beschlchten- 
rungsbeispielesnahererlauteruDie 65 den Halbleiterscheiben 19 optimal im Gasstrom standig 

Rg. 1 und 2 zeigen Schnittdarstellungen durch einen ihre Lage verandsrn. 
Gasreakt r und durch die V rrichtung rur FOhrung der Das Gas zur Anhebung des Rotationskorpers und zu 
zu beschichtenden Halbleiterscheiben gem&B dem seiner Drehung wird vorzugsweise durch den Kalotten- 
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korpcr 12 von. untcn hindurd^efflhrt; verteflt sch im 
faneren des.Kalottcnkorpere 12 fed tritt dafin dutch die 
DOsendfmungen 14 und .15 aus. im Zentrum detrKalbt- 
tenfl&che 1st beispielsweise ein Ftlhrung^tift 16 ange- 
ordnet, der Ofacr die KalottendQacfae h&kusragt und in 5 
cine Funruhgsnut 20 am Umfang des RotationskSrpers 
17eingreift 

- Durch <ftcse MaBnahme wird der Rotatfbniakfirper 17 L 
auch im «^^^raj£uj^d_adier gefiflirt, «o doB er .. . 
nichYaos der 3Calq ttenMhning fallen Him. iaelbstver- 10 ~ 
startdllch rind audi andere MaBnahinen denkbar, urn 
den RotatSonskfirper 17 seuEch xii haltern bzw* zu fob- • 
ren. Der Rotationskorper 17 und der Kalottenkorper 12 
bestehea vorzugsweise aus Graphic Als Leyitationsgas 
wird bettpielsweise das TrSgergas fur das Abschei- 15 
dungsmaterialverwendcl. 

Mit Hilfe des erfindongsgemSBen Verfahrens und der 
zugeh&igeh Vorrichtung 1st es gelungen, auch extrem - 
dflxme Epitaxieschkhtea in der Groflenordnung von 
10 nin nut glefchmlfitger Schichtdicke auf geeigneten 20 
Substratkorpern abzuschexden, Aufierdem ist mit der 
erfmdungsgemaBen Vorricntung em sehr rascher Gas- 
wechsel mdgtich, was zur Erzxelung dttnner -Schichten- 
folgen von grofier fiedeutung ist. 

25 

Patentansprflche 

1. Gaspbasen-Ephaxieverfahren, bd dem die Halb- 
leiterschdben wahrend der Abscbeidung auf einem 
Gaslager sebwebend gehalten und gteiebzeitig 30 
durch einen gerichteten Ga&strahl in Drehung ver- 
setzt werden, dadurch gekearizeichnet, daB die 
Halbldterscheiben (19) auf zwei einander gegen- 
Gberiiegenden paraUeJen Aufhahmeflachen (18a, 
t&b) eines als Tragerkorper (17) dienenden Rota- 35 
tionskorpers angeordnet werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS der Tragerkorper (17) durch aus DQ- 
sen (IS) austretendes Gas angeboben und durch 
einen weiteren Gasstrom, der aus mindestens einer 40 
tangential angeordaeten Duse (14) a us tritt, in Rota- 
tion versetzt wird. • 

3. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl der Tragerkorper (17) unter Ausnut- 
zung des hydrodynanuschen Faradoxons schwe- 45 
bend gehalten wird. 

4. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, dab der Trager- 
korper (17) gleichzeitig urn zwei zueinander senk- 
recht stehende Achsen rotiert. 50 

5. Vorrichtung zur DurchfQhrung des Verfahrens 
nach einem der vorangehenden AnsprOche, da- 
durch gekennzeichnet, daB zur Fanning der ge- 
wolbten AuBenflachen (21) des Trfigerkorpers (17) 
eine mit Dosenoff nungen (14, 15) versehene Kalot- » 
te (13) vorhanden ist, wood wenigstens cine Duse 
(14) die Rotation des Tragerkorper* (17) verunacht 
und weitere Dflsen (15) zum Anhebcn des Rota- 
tionskdrpers (17) vorgesehen sind. 

6u Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- eo 
zeichnet, daB in der Kalotte (13) Dusen (14, 15) so 
angeordnet sind, daB sich der Rotationskorper so- 
wohJ um seine Rotations achae als auch um dnc 
hierzu senkrecht stehende Achse dreht. 
7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch es 
gekennzeichne*, daB der Rotationskorper aus einer 
punktsymmetrischen Kugelschicht besteht und daB 
die Kalotte (13) eine Kugelkalotte ist 
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& ; Vorrichtung nach einem der vorangehenden An- 
spruch e, dadurch gekennzeichnet, daB der Rota- 
tionskorper aus Graphit bestehL 
9v Vorrichtung nach einem oir vorangehenden Ah* 
sprQche, dadurch gekennzeichnet,' daB im Zentrum 
der Kalortenflache (13) ein FOhnmgsxtift (16) ange- 
. ordnet 1st, dier in cine Nut (20) in der- gewSlbten 
: Au^enflacheV (21) des RoOAUc^skorpers (17) ein-' 
grelrt und diesen Rotandhskorper fflhrt 



Hierzu 2 Blatt Zefchnurigen 



ZEICHNUNGEN fllATT 2 



Nummer: 3608 783 

Int. CI. 4 : C 30 B 28/12 

Varoffentlichungstag: 1.JunM9B3 




